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OEM: Texas Instruments Diode 1N663 Datasheet

Diffundierte Silizium-Schaltdiode 1N662 und 1N663

Mechanische Daten

Das glaspassivierte Silizium-Kristall ist in einem Glasgeh@use hermetisch abgeschlossen, Hochtem-
peratur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschlissen garantieren einen guten Keontakt,
selbst bei extramsten Umweltbedingungen.

Mafie in mm DO-35
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1N662 und 1MNGG3
*Sperrspannung — B8OV —
*Richtstrom bei (oder unter) 40 mA B0 mA
25 *C Umgebungstemperatur (Bem. 1)

Absolute Grenzwerte

*SpitzenstoBstrom fir die Dauver von 1 5 (Bem. 2) e 05 A -
*SpitzenstoBstrom fir die Daver von 0,3 & (Bem. 2) -— 1A -
*Spitzenimpulsstrom (Bem. 3) - 2 A —
Dauerverlustleistung bel (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur — ZBOmW —
(Bam. 4)

*Umgebungstemperatur-Arbeitsbereich —65 °C bis +150°C
*_agerungstemperatur —65°C bis +150°C
Bemerkungen:

1. Dieser Wert wird bei Einphasenbetrieb von 50 Hz (Sinushalbwellen) mit Widerstandslast garantiert.
Reduziert sich linear auf 0 bei 150 °C Tu.

Dieser Wert gilt bei einam Rechteckimpuls,

Dieser Wert gilt fir: tp < 1 ps, Tastverhaltnis < 1%¢.

Lineare Reduzierung auf 150 °C Twg mit 2 mW/°C.

JEDEC registriert.
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Elektrische Kennwerte® bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen 1ME62 1NEG63 Einh.
min max min max

Umry Durchbruchspannung Ig = 100 nh 100 100 v

§:3 Sperrstrom Ug =10V 1 [T
U = 50V 20 uA
Ur=T5V 5 e
Ug =10V, Ty=100°C 20 Ty
Ug=580Y¥, Tu=100°C 100 e
Up=T75Y, Tg=100°C &0 eh

Ug FluBspannung lp = 10 mA 1 W
IF = 100 mA 1 W

Schaltzeit-Kennwerte* bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen 1NBE2 1MEE3 Einh.
min max min max

irr Sperrverzogerungszeit 206-JAN, Ir = S mA, U = 40V, 0,5 T
Ry = 23 kQ, Cy, = 40 pF,
Erholung auf 100 k@

256-JAN, lp = 5 maA, Ug = 40V, 05 s
Ry = 23 kQ, Cr, = 40 pF,
Erholung auf 200 kQ

* JEDEC registriert,
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